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近年,ナノメータレベルの微細構造を有する足場が培養細胞の挙動や機能発現に大きく影響を

及ぼすことが明らかになっている[1]。その中で我々は,多層グラフェンが基板上で垂直に成長した

カーボンナノウォール (CNWs) に着目し,細胞培養足場として機能を報告してきた[2-3]。例えば

CNWsの壁密度と化学終端は,細胞の増殖速度や表面形態に影響を及ぼす[3]。一方,CNWsは高い導

電性を有し,細胞に電気刺激を与えることが可能である。足場や細胞に電気刺激を与えることで細

胞の増殖率が上昇することが報告されている[4]。そこで CNWs 足場上での細胞培養にさらに電気

刺激を重畳することで,更なる細胞増殖制御が期待される。本研究では,CNWs足場が細胞の接着形

態へ及ぼす効果と,電気刺激の重畳が細胞増殖数に及ぼす効果を調べた。 

 CNWsは,ラジカル注入型プラズマ励起化学気相堆積 (RI-PECVD) 装置を用いて Siおよび Ti基

板上に成長した。またヒト由来骨芽細胞様細胞 (Saos-2) を用い,37°C,CO2 濃度 5%の環境で 24 時

間培養した。Fig.1.は,Si 基板上と CNWs 足場上で培養した Saos-2 の走査型電子顕微鏡 (SEM) 像

である。表面が平滑な Si基板上 (a), (c)と比較して, CNWs

足場上 (b), (d)では細胞周辺部の形態が CNWs の微細構造

を反映して微細に枝分かれし,編み目状になっている。電気

刺激を用いた培養では,細胞を播種してから 24 時間後に

電気刺激を与え,播種後から合計 100 時間培養した。その

結果,印可電圧の周波数 10 Hz において,細胞増殖の促進が

認められた。これらは CNWsのナノ構造と電気刺激の重畳

による細胞制御の可能性を示唆する結果と言える。 
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Fig.1. SEM images of cells on (a)Si and (b)CNWs 

 and each enlarged images ((c),(d)) 
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